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無機シンチレータは一種の蛍光体であり、γ線や α線などの keV~GeVオーダーの高エネルギー

放射線を吸収し、紫外、可視、近赤外光といった低エネルギーの光子に即時に変換し発光する機

能性材料である[1]。その応用例はセキュリティ、医療、資源探査、高エネルギー物理学など多岐

にわたる。近年、近赤外光が生体透過性に優れていることから近赤外発光シンチレータに注目が

集まっているが、近赤外域におけるシンチレーション光の測定は困難で研究例は多くない。そこ

で本研究では Gd(Ga, Al)O3に Nd を添加した単結晶を作成し、近赤外域を含むシンチレータとし

ての特性評価を行うことを目的とする。 

Figure 1 に Ndを 1%添加した Gd (Ga0.2, Al0.8)O3の X 線照射によるシンチレーション発光スペク

トルを示す。3 つの発光ピークが観測されたが、その中でも特に 1060 nm付近に強い発光ピーク

が存在し、これはレーザー分野などで有名な Nd3+の 4F3/2励起準位から 4I11/2基底準位への電子遷移

によるものだと考えられる[2]。また Figure 2 に同サンプルの X 線励起シンチレーション減衰曲線

を示す。この曲線は二成分の指数関数の和で近似することができ、速い成分は装置起因によるも

の、遅い成分は Nd3+の 4f-4f遷移に起因するものだと考えられる。本講演では Ga の置換濃度によ

る基礎的な光学特性およびシンチレーション特性の変化について報告する。 
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Figure 1. X-ray induced scintillation spectrum of 

1% Nd-doped Gd(Ga0.2, Al0.8)O3 in NIR range. 

Figure 2. X-ray induced scintillation profile of 1% 

Nd-doped Gd(Ga0.2, Al0.8)O3 in NIR range. 
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